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DENEY 6 - Transistor Karakteristikleri

DENEY 6-1 Temel Transistor Karakteristikleri

DENEYIN AMACI

1. Transistorun temel karakteristiklerini anlamak.

2. NPN ve PNP transistorlerin karakteristiklerini 6lgmek.

GENEL BILGILER

Transistor, esasen giris sinyalini direncin buyukligine transfer edebilen bir “tasiyici
diren¢’tir. Bundan dolayi transistor kelimesi, “transfer” ve “resistor” kelimelerinin
birlestirimesiyle elde edilmigtir. Transistdriin C ve E uglarindan akan akim, Ig akimina
badli olarak degismektedir. Baska bir ifadeyle Ig, C ve E arasindaki direnci kontrol

etmektedir.

Transistoriin Yapisi
Transistorler PNP ve NPN olmak Uzere iki gruba ayrilabilir. NPN ve PNP
transistorlerin temel yapisi Sekil 5-1-1'de gosterilmistir. E (Emetor), B (Baz) ve C

(Kollektor) transistértn Ug ucunu ifade etmektedir.
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Sekil 5-1-1 Transistorin temel yapisi
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Transistor Karakteristikleri

Sekil 5-1-2(a)’da gosterildigi gibi, transistorin E-B ugclari arasina ileri ongerilim
uygulanmasi durumunda (P pozitif, N negatif kutba bagli), Vge esik gerilim degerine
(silisyum icin 0.6V, germanyum icin 0.2V) ulasir ve E ile B arasinda ileri yonde bir Ig
akimi akmaya baslar. Sekil 5-1-2(b)'de gosterildigi gibi, transistoriin E-B uglari
arasina ters ongerilim uygulanmasi durumunda ise (P negatif, N pozitif kutba bagh),
B-C arasinda bir akim akmaz (ters sizinti akimi ¢ok kiguktir ve ihmal edilebilir) ve C

ucundan akan Ic akimi sifir olur.

Sekil 5-1-2(a) ve (b), Sekil 5-1-2(c) yada (d)'deki gibi birlestirilirse; B ve C arasindaki
ters ongerilime ragmen (Sekil 5-1-2(d)'de gosterildigi gibi, Vcg=Vee-Vee, Vec>>Vae,
Vg ters ongerilim), ileri dngerilim Vge sayesinde 6nemli miktarda Ic akimi akacaktir.
lc=Blg denklemi (B, akim yukseltme katsayisidir), Ic ve lg arasindaki iligkiyi tanimlar.
Ig'nin Ic’ye goére cok kligik olmasinin nedeni, transistér bazinin ¢ok dar ve ¢ok disik
katkilama duzeyine sahip olmasidir. Vgg, E’'deki elektronlari B'ye girmeye zorlar.
Ancak elektronlarin sadece kuglk bir kismi, ¢cok dar olan B bdlgesine ulasarak
deliklerle birlesirken, cogu elektron B-C jonksiyonuna dogru hareket eder. Bdylece
C’ye uygulanan daha yuksek gerilim (Vcg yada Vgc), onemli dizeyde Ic akimi
akmasini saglar. Sekil 5-1-2(c) ve (d)'de gosterildigi gibi, [e=lg+Ic'dir. Benzer sekilde,
PNP transistore Sekil 5-1-3'de gdsterildigi gibi bir 6ngerilim uygulanirsa, bu transistor

de NPN transistére benzer davranis gosterir.

lg, Iz ve Ic arasindaki bagintilar:

le=lg+I¢
Ic = Bls

Burada B, ortak emetor dlizenlemeli transistoriin akim yukseltme katsayisidir, B=l¢/lg.
[ degeri transistor karakteristik bilgi sayfalarindan yada deneysel olarak elde edilebilir.
Diger bir akim yukseltme katsayisi a, ortak baz duzenlemeli transistor icin olgulir ve
a=Ic/le=p/(1+p) olarak ifade edilir.
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Sekil 5-1-2 NPN transistoriin éngerilimlenmesi

holes

vy
(9]
=

z{’:}:{“

(a) (b)

Sekil 5-1-3 PNP transistorin dngerilimlenmesi
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Transistor Sembolleri

Sekil 5-1-4’te gosterilen transistdr sembolleri agsagidaki anlamlara sahiptir:

1. NPN ve PNP transistorleri ayrirdetmek icin kullanilan ok isareti, NPN tipi
transistorde disa dogru, PNP transistorde ise ice dogrudur.

2. E ucu bir oka sahipken, C ucu ise sahip degildir.

3. Kullanilan ok, emetor akiminin yonunl gostermektedir.

C C
B B
E E
NPN PNP

Sekil 5-1-4 NPN ve PNP transistér sembolleri

Temel Transistor Devreleri
NPN ve PNP transistorler icin temel dngerilim ve akim ydnleri, sirasiyla Sekil 5-1-5(a)

ve (b)'de gosterilmistir.

(a) NPN (b) PNP

Sekil 5-1-5 Temel 6ngerilim devreleri

KULLANILACAK ELEMANLAR

1. KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Diizenegi
2. KL-25002 Dogrultucu, Tirev & integral Modiilii
3. Multimetre
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DENEYIN YAPILISI

A. PNP Transistoriin Ig, Iz ve Ic Akimlarinin Olgiilmesi

1. KL-25002 moduliund, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Duzeneginin
uzerine koyun ve a blogunun konumunu belirleyin. Baglanti kablolarini
kullanarak VR2yi devreye baglayin. KL-22001 Dizenegindeki sabit 12VDC
gu¢ kaynagini, KL-25002 modiltine baglayin.

2. Sekil 5-1-6’daki devre ve Sekil 5-1-7’deki baglanti diyagrami yardimiyla gerekli

baglantilari yapin.

3. lg, Ic ve Ig akimlarini élgmek igcin ampermetreleri baglayin. Eger yeterince
ampermetre mevcut dedilse, o anda akim degeri Olclilimeyen Kkollara,
ampermetre yerine koprileme klipsi baglayin.

4. 1c=3mA olacak sekilde VR2(10K)'yi ayarlayin.

5. lg,lc ve Ig akimlarini di¢iin ve Tablo 5-1-1’e kaydedin. B degerini hesaplayin.

6. lc maks. (Icsa) olacak sekilde VR2(10K)'yi ayarlayin ve 5.adimi tekrarlayin.

@ +12V0

7

Sekil 5-1-6 PNP transistérin dc akimlarini élgme devresi
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Sekil 5-1-7 Baglanti diyagrami (KL-25002 blok a)

IC IB IE B: IC/ IB

Tablo 5-1-1
B. NPN Transistoriin Ig, Iz ve Ic Akimlarinin Olgiilmesi

1. Sekil 5-1-8'deki devre ve Sekil 5-1-9’daki baglanti diyagrami yardimiyla gerekli
badlantilari yapin. Baglanti kablolarini kullanarak VR2 potansiyometresini
devreye baglayin. KL-22001 Duzenegindeki sabit 12VDC gug¢ kaynagini, KL-
25002 modiliine baglayin.

2. lg, Ic ve Ig akimlarini dlgmek icin ampermetreleri baglayin. Eder yeterince
ampermetre mevcut dedilse, o anda akim degeri Olglilmeyen Kkollara,
ampermetre yerine kdprileme klipsi baglayin.

3. 1c=3mA olacak sekilde VR2(10K)'yi ayarlayin.

4. |Ig, I, Ie akimlarini dl¢lin ve Tablo 5-1-2’ye kaydedin. B degerini hesaplayin.

5. lc maks. (Icsay) olacak sekilde VR2(10K)'yi ayarlayin ve 4.adimi tekrarlayin.
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Sekil 5-1-9 Baglanti diyagrami (KL-25002 blok a)

IC IB IE B: IC/ IB

3 mA

IC(sat)

Tablo 5-1-2
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DENEY 6-2 Transistor Karakteristik Egrileri

DENEYIN AMACI

1. Transistorin giris ve ¢ikis karakteristik egrilerini anlamak.

2. Transistorun ¢ikis karakteristik egrisini 6lcim yoluyla belirlemek.

GENEL BILGILER

Transistor, iki adet V- karakteristik egrisine sahiptir:
1. Girig karakteristik egdrisi, Vge ve Ig arasindaki iligkiyi tanimlamak igin kullanilir.

2. Cikis karakteristik egrisi, Is, Vce ve Ic arasindaki iliskiyi tanimlamak icin kullanilir.

Sekil 5-2-1(a)’dan goéruldugu gibi, Ve gerilimi 0.6V’u astigi zaman, lg akiminda hizh
bir artis olmaktadir.

Sekil 5-2-1(b)’den géruldigu gibi,

1. ls=0 pA, Ic = 0.
2. 15=10 pA, Ic = 15 mA (Vee = 15 V).

|B‘

_ VBe

0.6V
(a) Girig karakteristigi (b) Cikis karakteristigi

Sekil 5-2-1 Transistorin V-l egrileri
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KULLANILACAK ELEMANLAR
1. KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Diizenedi

2. KL-25002 Dogrultucu, Tirev & integral Modiilii

3. Multimetre

DENEYIN YAPILISI

1. KL-25002 modulind, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Duizenedinin
Uzerine koyun ve a blogunun konumunu belirleyin. Sekil 5-2-2’deki devre ve Sekil
5-2-3’teki baglanti diyagrami yardimiyla gerekli baglantilari yapin. Baglanti

kablolarini kullanarak VR1 ve VR2 potansiyometrelerini devreye baglayin.

2. KL-22001 Duzenegindeki sabit 12VDC gli¢ kaynagini, KL-25002 moddiline
baglayin.

3. 1g=0 pA olacak sekilde VR2’yi (10K) ayarlayin.

4. V¢ gerilimi sirasiyla 0.1V, 0.3V, 0.5V, 0.7V, 1.0V, 2.0V, 3.0V, 4.0V, 5.0V olacak
ve sonugta Vcc'ye yaklasacak sekilde, VR1'i (1K) ayarlayin.

5. Her V¢ gerilimi igin I de@erini 6lglin ve Tablo 5-2-1(a)’ya kaydedin.
6. Ig akimi, Tablo 5-2-1(b)den (g)'ye kadar gdsterilen dederlere esit olacak sekilde,
VR2'yi ayarlayin ve Vcg, lc degerlerini dlgmek icin 4. ve 5. adimlar tekrarlayin.

Sonuglari Tablo 5-2-1(b)-(g)’ye kaydedin.

7. Tablo 5-2-1’de kaydedilen degerleri kullanarak, ¢ikis karakteristik egrisini Sekil 5-
2-4’te gizin.
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Sekil 5-2-2 Vce-Ic karakteristigini 6lgme devresi

VR1

Sekil 5-2-3 Baglanti diyagrami (KL-25002 blok a)

(a) 15=0 LA
Vee (V) | 0.1 02 | 03 | 05 | 07 1.0
IC (mA)

(b) 1s=10 pA
Vee (V) | 0.1 02 | 03 | 05 | 07 1.0
IC (mA)

(c) 1g=20 pA
Vee (V) | 0.1 02 | 03 | 05 | 07 1.0
IC (mA)

(d) 15=30 pA
Vee (V) | 0.1 02 | 03 | 05 | 07 1.0
IC (mA)
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(e) 1s=40 pA

Vee (V) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0
lc (MA)
(f) 1s=50 pA
Vee (V) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0
lc (MA)
(9) 1s=60 pA
Vee (V) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0
lc (MA)
Tablo 5-2-1
Iz (mA)
F 3
15
10
0.5
| | | I I L VeE
0.5 1 3 4 5 ] 7 9 (V)

Sekil 5-2-4 Cizilen Vce-lc egrisi
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